
シングル・チャネル、高速ローサイド・ゲート・ドライバ
  （ピーク・ソース電流：4A、ピーク・シンク電流：8A）

特　長
●	NPN/PNPディスクリート・ソリューションの代替
として最適な低コストのゲート・ドライバ・デバイス

●	ピーク・ソース電流：4Aおよびピーク・シンク電
流：8Aの非対称ドライブ

●	大きなシンク電流によってミラー・ターンオンに対
する耐性を強化 

●	UCC27511は分割出力構成（オン/オフ速度を簡単
に独立して調整可能）

●	高速伝搬遅延（標準13ns）
●	高速立ち上がり/立ち下がり時間（標準9ns/7ns）
●	シングル電源電圧範囲：4.5～18V
●	VDD UVLO時に出力をLowに保持（パワーアップ/
パワーダウン時のグリッチを防止）

●	TTLおよびCMOS互換の入力ロジック・スレッショ
ルド（電源電圧に非依存）

●	ヒステリシス付きのロジック・スレッショルドによ
る高いノイズ耐性

●	デュアル入力設計（反転（IN–ピン）または非反転
（IN+ピン）ドライバ構成の選択）
−	 使用しない入力ピンはイネーブルおよびディ
スエーブル機能に使用可能

●	入力ピンのフローティング時は出力をLowに保持
●	入力ピンの絶対最大電圧レベルがVDDピンのバイ
アス電源電圧に制限されない 

●	動作温度範囲：–40°C～+140°C
●	パッケージ・オプション：6ピンDBV（SOT-23）、
	 6ピンDRS（露出したサーマル・パッド付きの3mm × 
3 mm WSON）  

アプリケーション
●	スイッチ・モード電源
●	DC/DCコンバータ
●	デジタル電源コントローラ用コンパニオン・ゲー
ト・ドライバ・デバイス 

●	太陽光発電、モーター制御、UPS
●	最新の広バンドギャップ・パワー・デバイス（GaNな
ど）用ゲート・ドライバ

概　要
UCC27511およびUCC27512は、MOSFETおよびIGBTパ

ワー・スイッチを効果的に駆動できるシングル・チャネル高速
ローサイド・ゲート・ドライバです。本質的に貫通電流を最小限
に抑える設計により、UCC27511およびUCC27512は、容量性
負荷に対してソース/シンクともに高いピーク電流パルスを供
給できます。また、レール・ツー・レールの駆動能力を持ち、伝
搬遅延は標準13nsと非常に小さくなっています。 

UCC27511およびUCC27512は、ソースが4A、シンクが8A
（非対称駆動）のピーク駆動電流能力を備えています。非対称駆
動の強力なシンク能力により、寄生成分によるミラー・ターン
オン効果に対して耐性を高めています。UCC27511デバイスは
独自の分割出力構成を備え、ゲート駆動電流はOUTHピンから
ソース、OUTLピンからシンクされます。この独自のピン配置
により、ユーザーはOUTHおよびOUTLピンに対してそれぞれ
独立したオン/オフ抵抗を使用でき、スイッチングのスルー・
レートを簡単に制御できます。 

UCC27511およびUCC27512は、4.5～18Vの広いVDD範囲お
よび–40°C～+140°Cの幅広い温度範囲で動作するよう設計され
ています。VDDピンには内部に低電圧誤動作防止（UVLO）回
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	 静電気放電対策

この集積回路は、ESDによって破損する可能性があります。テ
キサス・インスツルメンツは、集積回路を取り扱う際には常に適切な
注意を払うことを推奨します。正しいESD対策をとらないと、デバ
イスを破損するおそれがあります。

ESDによる破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故
障まで多岐にわたります。精密な集積回路の場合、パラメータがわ
ずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性がある
ため、破損が発生しやすくなっています。

路が搭載され、VDDが動作範囲外のときには出力をLowに保持
します。5V未満のような低い電圧レベルで動作する能力と、ク
ラス最高のスイッチング特性により、GaNパワー半導体デバイ
スなど、最新の広バンドギャップ・パワー・スイッチング・デバ
イスの駆動に特に適しています。

UCC27511はデュアル入力設計であり、同じデバイスで反転
（IN–ピン）と非反転（IN+ピン）の両方の構成を柔軟に実装でき
ます。IN+またはIN–ピンを使用してドライバ出力の状態を制
御できます。使用しない入力ピンは、イネーブルおよびディス
エーブル機能に使用できます。安全な動作のために、入力ピン
には内部プルアップ/プルダウン抵抗が備えられ、入力ピンが
フローティング状態のときには出力がLowに保持されます。そ
のため、通常動作時にドライバ出力をイネーブルにするには、
未使用の入力ピンをフローティングではなく適切にバイアスす
る必要があります。 

UCC27511デバイスでは、入力ピンのスレッショルドがTTL
およびCMOS互換の低電圧ロジックに基づき、VDD電源電圧に
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（SLUSAW9E）

依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショル
ド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイ
ズ耐性が得られます。
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